1. Homogenne dotovany kremik ma pri T=300 K v stave tepelnej rovnovahy koncentraciu minoritnych elektronov np=10e4 cm3 a intrizicku koncentraciu volnych nosicov naboja ni=10e10 cm3. Urcte koncentraciu majoritnycg nosicov naboja a koncentraciyu primesovych atomov pri predpoklade ich uplnej ionizacie. Je to material elektronovy alebo dierovy? Co je zdrojom minoritnych nosicov naboja?
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2. Nevlastny polovodic ma koncentraciu akceptorov 10e16 a 10e18 cm3.Zobrazte pre oba pripady do spolocneho grafu teplotnu zavislost koncentracie volnych nosicov naboja a vyznacte teploty od ktorych  danny polovodic prestava spravat ako nevlastny polovodic. Su tieto teploty vyznacne pre funkciu suciastok vyuzivajucich PN priechod?






(5b)

3. Pre symetricky strmy priechod PN vysvetlite vznik OPN a vnutorneho el. Pola ktorej je pricinou jeho nesymetrickych vlastnosti.Zobrazte rozlozenie primesovych atomov a volnych nosicov naboja pre aprochimaciu ochudonenia rozlozenie priesovych atomov a volnych nosicov naboja a pre aproximaciu  ochudobn. Rozlozenie priestoroveho naboja ionizovanych primesi ,intensity elektrickeho pola a potencialu. Difuzne napatie
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4. Vymenujte techniky vyroby P,N. Znazornite graficky princip selektivnej difuzie a casovu zavislost koncentracneho profile primesovych atomov pre difuziu z nekonecneho zdroja.Oba procesy strucne charakterizujte
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5. Kapacitna dioda-varikap. Konstrukcia planarne epitaxnej diody a jej koncentracny profil primesovych atomov, fyzikalny princip,nahradna schema ,zakladne vlastnosti,Aplikacne moznosti
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6. Vysvetlite princip cinnosti bipolarneho tranzistorapomocou rozlozenia minoritnych nosicov naboja.Odvodte pritom zakladnu rovnicu pre kolektorovy prud.Zobrazte siet vstupnych a vystupnych VA charakteristik pre zapojenie tranzistora so spolocnou bazou
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7. Definujte prudovy zosilnovaci cinitel bip.trnzistora v zapojeni SE ,SB.Napiste vztahy pre zavislost takychto prudovych zosiln cinitelov a saturacnych prudov Icb0 a Ice0. Zavis9 prud zosiln cinitel v zapojeni so SB od emitoroveho prudu? Ak ano zobrazte a vysvetlite zavislost.
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8. Znazornite a strucne vysvetlite rezimy MOS so substratum P. Rozdiel medzi MOS a MOSFET. Pre obohateny N kanal tranzistora zobrazte prevodovy a vystupnu VA charakteristiku.Vyznacte saturacny a linearny rezim. Vysvetlite vznik saturacue.Napiste Sahove rovince.
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